Ve

-
o
-
=
-~
-

V4

OADOI

)

EL




In;05/MWCNT NANOKOMPOZITOK ELOALLITASA ES
VIZSGALATA

Berki Péter’, Németh Zoltin', Hern4di Klira!

! Szegedi Tudomdnyegyetem, Allkalmazott és Kérnyezeti Kémiai Tanszék
6720, Szeged, Rerrich Béla tér ].

Napjainkban a szén nanocsé alapt nanokompozitok felhasznaldsi lehetéségei igen
széleskorlien vizsgaltak. Munkénk soran In,Os/ MWCNT nanokompozitokat 4llftottunk els
egy egyszeri impregndldsi médszer segitségével. Mivel a szakirodalomban szamos eltérd
adat fellelhet6 arra vonatkozéan, hogy az indium-oxid (In;05) kristdlyok mekkora
hémérsékleten és formaban képzddnek, igy tisztdzni akartuk azt is, hogy a hékezelés
mikeént hat az In,Os-kristélyok kialakuldséra, és morfolégidjdra. Abbol kiindulva, hogy a
tobbfalli szén nanocsévek (MWCNT) 500°C-t6] kezdenek el égni, azt a legalacsonyabb
kalcindldsi hoémeérsékletet kerestik, amely még elegendén nagy ahhoz, hogy
In,Os/MWCNT nanokomporzit alakuljon ki. Munkénk soran azt is vizsgaltuk, hogy az
eléallitds sordn kapott nanokompozitok csupdn mechanikai keverékek, vagy kémiai
kapesolat is kialakult az In,O5 és a MWCNT kézott.

:;: A szén nanocsovek feliileti boritdsanak kialakitdsshoz indium-(TII)-kloridot (InCl;)

hasznéltunk perkurzorként, és desztillalt vizet oldészerként. Az eléallitis sorin alkalmazott

témegarany 4:1 (In,03:MWCNT) volt, a mintdk kalcinaldsat kitldnbszé hémérsékleteken

is elvégeztiik: 300°C, 350°C, és 400°C-on egyarant. A kapott termékek vizsgalatdhoz és
jellemzéséhez  rontgenkrisztallografot  (XRD), Raman-mikroszképot,  valamint
transzmissziés- (TEM) és pasztizd elektronmikroszképot (SEM) hasznaltunk, valamint az
atfogé elemzés érdekében InOCI és In,O;-referenciamintakat is készitettiink, A nanocsévek
feltiletén kialakult szervetlen réteg atlagos vastagsdganak, valamint a létrejstt indium-oxid
részecskék 4tlagos méretének kiszamitdsat a Scherrer-formula és az ImageJ-program
segitségével is egyardnt elvégeztiik. Eredményeink azt mutatjdk, hogy a kalcinalas

®  homérséklete nagymértékben befolyédsolja az eldallitott nanokompozitok morfoldgisjat és

kristalyszerkezetét.

5 Az eldllitott mintékrél készitettet TEM és SEM (Ldbra) felvételek alapjan

kijelenthet6, hogy a 300°C-on hékezelt minta esetében a szén nanocsdvek feliiletén egy
homogén, szervetlen réteg alakult ki. Az XRD- és a Raman-analizis egyarént
¢ alatdmasztotta, hogy ez a réteg InOCI-b6l képzédstt a nanocsdvek feltiletén. Ezzel szemben
| 2350°C-o0s minta esetében mar jol lathaté médon egyfajta kristalyosodasi folyamat indult
meg, melynek hatdsira mar In,O;-bél kisebb-nagyobb szervetlen aggregatumok,
nanorészecskek, kristdlydarabok is létrejsttek. A rontgen-diffraktogrammon, illetve a
Raman-spektrumban egyarant megjelennek az erre vonatkozé csiicsok. Az el6bb emlitett
| kristdlyosodasi folyamat a 400°C-on kalcinalt minta esetében mar teljessé vilt, szabélyos
- oktaéder alaku In,Os-kristalyok alakultak ki — ezt a rontgen~ és a Raman-vizsgalatok is
| alatamasztottak —, melyek magukba zarték a szén nanocsgveket. Mindez a mikroszképos
i felvételeken (1.dbra) Ol latszik, illetve az is, hogy a szén nanocsivek kilégnak az egyes
| kristalyokbol, illetve bizonyos kristalyokat &ssze is k&tnek egymdssal, mely jé
| bizonyitékaul szolgal annak, hogy a kapott nanokompozitok nem csak az anyagok
i mechanikai keveréke, hanem tényleges kémiai kélcsonhatds is kiaJakult k&ztiik. '




‘k Az altalunk eléallitott szén nanocsd alapti kompozitanyagok igéretes jelsltek
5 lehetnek, mint j5v8beli giz-szenzorok illetve katalizatorok.
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1. abra: A 300°C (a), a 350°C (b), és a 400°C-on (b) hikezelt kompozit-mintik SEM
felvételei
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